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Construction du TransistorConstruction du Transistor

Il y a deux types de transistors: 
• pnp
• npn

é

pnppnp

Les broches sont nommées: 
• E - Emetteur
• B - Base
• C Collecteur• C - Collecteur

npnnpn
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FonctionnementFonctionnement du Transistordu Transistor
Avec les source externes, VEE et VCC, connectés comme suit: 

• La jonction émetteur-base est polarisé positiveLa jonction émetteur base est polarisé positive
• La jonction base-collecteur est polarisée 

inversement
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CourantsCourants dansdans le Transistorle Transistor

Le courant d’émetteur est la somme des 

BICIEI +=

courants de base et de collecteur:

Le courant de collecteur comporte deux 
courants:

minority
COI

majority
CICI +=
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Configuration á base communeConfiguration á base commune

La base est commune á l’entrée (emetteur–base) et á la 
sortie(collecteur–base) du transistor.
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AmplificateurAmplificateur á base communeá base commune

CaractéristiquesCaractéristiques d’entréed’entrée

La courbe montre le rapport entre leLa courbe montre le rapport entre  le 
courant d’entrée (IE) et la tension 
d’entrée (VBE) pour trois niveaux de 
tension de sortie   (VCB).
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AmplificateurAmplificateur á base communeá base commune

Le graphique montre le 

CaractéristiquesCaractéristiques de sortiede sortie

g p q
courant de sortie (IC) á la 
tension de sortie (VCB) 
pour plusieurs valeurs du 
courant d’entrée (I )courant d’entrée (IE).
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Zones de Zones de fonctionnementfonctionnement

A i Z d f i• Active – Zone de fonctionnement
normal de l’amplificateur.

• Coupure – L’amplificateur ne 
fonctionne pas. Il y a de la tension 
mais pas de courant.

•• Saturation – L’amplificateur estSaturation L amplificateur est
actif au maximum. Il y a du courant 
mais peu de tension.
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ApproximationsApproximations

Courants d’emetteur et de collecteur:

E
I

C
I ≅

Silicon)(for V   0.7BEV =

Tension de base-émetteur:
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Alpha (Alpha (αα))

Alpha (α) est le rapport de  IC á  IE :p ( ) pp C E

EI
CIα =dc

Idéalement:  α = 1
En réalité: α est entre 0.9 et 0.998

Alpha (α) dans le mode AC:

IΔ

EI
CIα

Δ

Δ
ac =
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Amplification du transistorAmplification du transistor

Gain en tension:Courants et tensions:
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Configuration á Configuration á émetteurémetteur communcommun

L’émetteur est commun à l’entrée 
(base-emetteur) et á la sortie 
(collecteur-émetteur).

L’entrée est á la base et la sortie est 
au collecteur.
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CaractéristiquesCaractéristiques á á émetteurémetteur communcommun

Charactéristiques de collecteur Caractérisitques de base
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CourantsCourants d’amplifiacteurd’amplifiacteur émetteurémetteur
communcommunCourant Courant idéalidéal

I = I + I I = α IIE = IC + IB IC = α IE

CourantsCourants réelsréels

IC = α IE + ICBO avec ICBO = courant de collecteur des minoritaires

ICBO est normalement insignifiant sauf en circuits de 

Quand IB = 0 μA le transistor est en coupure, mais il y a un courant de 
minoritaires appelé  ICEO.

puissance.

μA 0=−
=

BI
CBO

CEO α
II
1

1414 14



Beta (Beta (ββ))

β Represente le facteur d’amplification du transistor. (β est 
aussi représenté par hfe, )

E d DC

aussi représenté par  hfe, )

En mode DC:

B

C

I
Iβ =dc

En mode AC: 

Δ CI
constantac =Δ

Δ
=

CEV
B

C

I
Iβ
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Beta (Beta (ββ))
Determination de β á partir du graphique

mA 1
μA) 20  μA (30
mA)2.2mA (3.2β

7 5V

AC

=

−
−

=

100
μA 10 7.5VCE

=

= =

108
A 25

mA 2.7β 7.5VDC CE

=
μ

= =

108
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Beta (Beta (ββ))

Rapport entre β aet α

1β
βα
+

=
1α

αβ
−

=

Rapports entre les courants

BC βII = BE 1)I(βI +=
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Configuration Configuration collecteurcollecteur communcommun

L’entrée est dans la 
base et la sortie est 

édans l’émetteur.
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Configuration á Configuration á collecteurcollecteur communcommun

Les caractéristiques sont 
ásemblables á celles de la 

configuration émetteur 
commun. Excepté pour 
l’axe vertical Il’axe vertical IE.
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LimitesLimites de de fonctionnementfonctionnement

V est au maximum et I est auVCE est au maximum et IC est au 
minimum (ICmax= ICEO) dans la zone 
de coupure. 

IC est au maximum et VCE est au 
minimum (VCE max = VCEsat = VCEO) 
dans la zone de saturation.

Le transistor fonctionne dans la zone 
active entre saturation et coupure.
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Dissipation de puissanceDissipation de puissance

CCBCmax IVP =

Base-commune:

IVP

Émetteur commun:

Collecteur commun:

CCECmax IVP =

Collecteur commun:

ECECmax IVP =
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SpecificationsSpecifications
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SpecificationsSpecifications
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EssaiEssai du transistordu transistor
•• TraceurTraceur de de courbecourbe

Produit un graphique des caracteristiques.

•• DMMDMM
Plusieurs modèles de DMMs mesurents βDC ou hFE.

Oh ètOh èt•• OhmmètreOhmmètre
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Identification du TerminalIdentification du Terminal
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